TRANZYSTORY n-p-n
3% BC147, BC148 i BC149

Tranzystory krzemowe epiplanarne malej mocy matej
czestotliwo$ci.

Tranzystory BC147 i BC148 sa przeznaczone do stosowa-
nia w zakresie czestotliwosci akustycznej w ukladzie
przedwzmacniacza oraz w stopniach napedzajgcych (dri-
ver). )

Tranzystor BC149 jest przeznaczony do stosowania w sto-
pniach wej§ciowych wzmacniaczy o niskim poziomie szu-
moéw. :

Tranzystory BC147, BC148 i BC149 s3 komplementarne do
tranzystoréw BC157, BC158 i BC159.
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Tranzystor w obudowie plastykowej TMI1(CE36)

DANE TECHNICZNE

WartoSci dopuszczalne parametrow eksploatacyjnych

Typ BC147 BC148

BC149

Napiecie kolektor-

“emiter Ucgy 45 20 ~ v
Napiecie kolektor-

~emiter Uces 50 30 v
Napiecie emiter-baza  Ugg 6 5 v
Prad kolektora Ic 100 100 mA
Prad szczytowy ko-

lektora Icm 200 200 mA
Prad bazy Ip 50 50 mA
Moc catkowita Piot 300 300 mwW
Temperatura zlgcza t; 398 K (125°C)
Zakres temperatury

skladowania tsty 218...398K.

(—55...+125°C)

TRANZYSTOR BC147

Parametry statyczne

Przy tomp = 298 K
(25°C)

Prad resztkowy
kolektor-emiter
przy Uces =50V
przy Ucgs =50V,
tamb = 398 K
(125°C)

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ip =0,

Ic = 2mA
przy Rpe =0,
Ic=10pA

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Ic =0,
Ie=10pA

Wspbtezynnik

wzmocnienia pra-

dowego*
przy Ic =10pA,
UCE =5V

przy Ic = 2maA,
Uceg=56V

przy Ic = 100 mA,
UCE =5V

Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 10 mA,

“Ip=0,5mA

przy Ic = 100 mA,

15 = 5mA

Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy Ic = 10 mA,
Ig = 0,5 mA

przy Ic =100 mA,

Ip =5mA

Napiecie stale miedzy

baza a emiterem
przy Ic = 2mA,
UCE =5 V

Ices

ICES

Usr)cEo

Usr)c

ES

U(sryeBO

haie

h?]E

hoe

UCEsat

Ucksat

UBEsat

UBEsat

Usr

kL. A
kL. B

kL A
kL.B

kL A
kL. B

min.

50

110
200

0,55

2-74/2

SWW 1156-211

typ.

0,2

0,2

90
150

120
200

0,1

0,2

0,7

0,9

0,62

maks.

15

240
480

0,2

0,6

0,83

1,05

0,7

nA

nA

v

* Podziatu na klasy dokonuje si¢ na Zyczenie odbiorcy okreslone

w zaméwieniu.
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Parametry dynamiczne

przy temp = 298 K

Napiecie przebicia
emiter-baza

(25°C) min. _typ. _ maks, przz Ie=0,
Czestotliwoéé gra- Ie=10 plA Usr)EB0 5 — —_ v
niczna Wspblezynnik
przy Ic = 10 mA, wzmocnienia pra-
Ucz =5V, dowego*
f = 100 MHz fr 150 250 — MHz przy Ic =10pA
Pojemnosé ' Ucg =5V hae kLA — 90 —_ -
- kolektor-baza 1;: g - ;32 S —
?]rczsy =1E10 \(7): przy Ic = 2mA,
§=1MHz Ceao — 45 pF Uce=5V haz kLA 110 — 240 —
Pojemno$é emiter- kLB 200 — 480 —
-baza k1.C 400 — 850 —
przy Ic =0, przy Ic =100 mA,
Ugp =105V Ceso — 8 — pF Ucz=5V hye kLA — 120 - -
Wsp6tezynnik szu- klB — 200 — —
méw Napiecie nasycenia e = 400 - -
gr::i% V’0,2 mA, kolektor-emiter
R, = 2kQ, przy Ic = 10mA,
f = 1kHz, Iz =05mA Ucgsat — 01 02 V
Af = 200 Hz F —_— 2 10 dB przy I« =100 mA,
Impedancja wejécio- IB.= 5 mA ) Ucksat _ 0,2 0,6 v
wa Na;)pleme n:sycema
aza-emiter
t’}l;z;ics v’2 mA, przy Ic = 10 mA,
f= 1kHz hye kLA 18 — 45 kQ I =05mA UsEsat — 07 08 V
KLB 23 — 85 kQ przy Ic =100 mA,
Wspblczynnik napie- IB‘= I Usesat — 09 105 V
ciowy sprzezenia Napigcie stafe miedzy
zwrotnego bazg a emiterem
przy Ic = 2maA, przy Ic=2mA,
Ucg =5V, Uce=5V Use 055 062 07 V
f= 1kHz hize ];11‘; - ;gg:g':_ - Parametry dynamiczne
Warto§é malosygna- przy tampy = 298K
Yowa wspblezyn- (25°C) min, typ.  maks.
nika wzmocnienia Czestotliwosé gra-
pradowego niczna
przy Ic = 2maA, przy Ic = 10mA,
Uecg=5V, Ucg=5V,
f= 1kHz hge kLA 125 — 260 — f =100 MHz fr 150 250 — MHz
kl.B 240 — 500 — Pojemno$é kolektor-
Admitancja wyjscio- -baza
wa przy I =0,
przy Ic = 2mA, Ucg=10V, ‘
Ucg=5V, f=1MHz Ceno —_— — 45 pF
f= 1kHz hese kLA — — 30 uS Pojemno$é emiter-
kLB — — 60 us -baza
: przy Ic =0,
TRANZYSTOR BClU8 Ugs = 05V Ceso _ s —  pF
Wspbtczynnik szu-
Parametry statyczne méw
przy tamp = 298K przy Ic = 02 maA,
(25°C) min. typ.  maks. Ucg =5V,
Prad resztkowy R, =2kQ,
kolektor-emiter 'f = 1kHz,
przy Uces =30V Icss — 02 15 nA Af = 200 Hz F . =2 10 dB
przy Uces =30V, Impedancja wej$cio-
tamb = 398 K wa
(125°C) Ices — 02 4 pA przy Ic = 2mA,
Napiecie przebicia Uce =5V,
kolektor-emiter f=1kHz hye kLA 18 — 45 kQ
przy Ig =0, - kl.LB 32 — 8,5 kQ
IC =2mA U(BR)CBO 20 p— — v kl.C 6 —— 15 kQ
przy Roe =0, * Podzialu na klasy dokonuje sle na %yczenie odbiorcy okresl
Ie=10pA Usrices 30 - - v w zamb6wieniu. i v oxresione
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—

Wspélczynnik napie-
ciowy sprzezenia

kLA —

kLB —
klL.C —

zwrotnego

przy Ic = 2mA,

Ucg=5 V,

f =1kHz hue

Warto§é matosygna-

towa wspblezyn-

nika wzmocnienia

pradowego

przy Ic = 2mA,

Uceg =5V,

f=1kHz hae kLA
kL B
kl.C

Admitancja wyj§cio-

wa

przy Ic = 2mA,

Ucg=5V,

f =1kHz hgze kL A
kL. B
kl.C

TRANZYSTOR BCl149

Parametry statyczne

Przy temp = 298 K
(25°C)

Prad resztkowy
kolektor-emiter
przy Uces =30V Ices
przy Ucgs =30V,
tamp = 398 K
(125°C)

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Is =0,

I c= 2mA
przy Rpe =0,
Ic=10pA

Napigcie przebicia
emiter-baza
przy Ic =0,
Ig=10pA

Wsp6tczynnik
wzmocnienia pra-
dowego*
przy Ic = 10 pA
Ucg=5V

Ices

Usryceo

U(Bryces

U(sryeBo

hae

kL. B

klL.C

przy Ic = 2mA,

Uce=5V hae

kl.B

kL. C

przy Ic =100 mA,
Uce=35V har
Napigcie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 10 mA,
Ig =0,5mA
przy Ic = 100 mA,
Is=5mA

Ucgsat

Ucgsat

* Podzialu na klasy dokpnuje sie na

w zambéwieniu.
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125
240
450

20

30

200
400

zyczenie odbiorcy okreSlone

150+10-6—
200-10-6—
300-10-0—
_ 260
— 500
e 900
_ 30
-— 60
—_ 110
typ. maks.
0,2 15
0,2 4
150 -
270 —
- 480
—_ 850
200 —_
400 —_
0,1 0,2
0,2 0,6

nA

pA

Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy Ic = 10mA,

Ig= 0,5mA Upkgsat
przy Ic = 100 mA,
Ig =5mA Uggsat

Napiecie state miedzy
bazg a emiterem
przy Ic = 2mA,
ch =5V UBE

Parametry dynamiczne

przy tamp = 298 K
(25°C)
Czestotliwosé gra-
niczna
przy Ic = 10 mA,
Uceg=5V,
f =100 MHz fr
Pojemno$é kolektor-
-baza
przy Ig =0,
UCB =10 V,
f=1MHz
Pojemno$é emiter-
-baza
przy Ic =0,
Ugp = 0,5 v,
f=1MHz
Wsp6iczynnik szu-
méw
przy Ic = 0,2mA,
Uce=5V,
Rg = 2KkQ,
f = 1kHz,
" 4f = 200 Hz F
Wspbtczynnik szu-
moéw
przy Ic = 0,2 mA,
Uceg =5V,
Ry =2kQ
f = 30...15000 Hz
Impedancja wejscio-~
wa
przy Ic = 2mA,
Ucz =5 V,
f=1kHz

Ccao

Ceno

hlle

Napieciowy. wsp6l-
czynnik sprzeZenia
zwrotnego
przy Ic = 2mA,
Ucg=5V,

f =1kHz hyge
Warto§¢ matosygna-
towa wspbtczyn-
nika wzmocnienia

pradowego

przy Ic =2mA,
Ucg=5V,
f=1kHz hote

Admitancja wyjscio-
wa
przy Ic =2 mA,
Ucg =5V,
f=1kHz

hﬁ!e

kL. B
kl.C

kL. B
klL.C

kL. B
kl.C

0,55

150

240
450

0,7 0,83
0,9 1,05
0,62 0,7
typ. maks.
250 —
— 4,5
8 —

2 10

2 4
- 8,5
—_ 15
200+10-6 —
300-10-6 —
—_ 500
— 900
— 60
—_— 110

2-74/2

MHz

pF

pF

dB

dB

kQ
kQ

us
uS
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“lBC147
Cogol BC 148
Ceso BC149
[pA
12 ff=7M/-/Z
Cramh=25°¢C

0 2 4 6UgUmll]0

Zalezno§¢ pojemnoéci zlgcz od napiecia Ccgy =
= f(Ucso) i Ceso = f (Ukno)

E Sh
Uresgr| BC 149 U ge SOl g7

Ucfsu}
T[T
L LITT
01 7 0 L4 100

Zalezno§¢ napieé nasycenia od pradu kolekfora
Ucgsat; Upgsat = f (Ic)

21E
(norm)

Zalezno§é statycznego wspoblczynnika wzmocnienia
prgdowego od pradu kolektora hee = f (Ic)

K — s
cE :
10 \ F=1kHz, 80149
N tamy=257C
y 5 L
(norm) - o
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Zalezno§¢ parametré6w macierzy hi; od pradu ko-

0
o1

a0 747

BC 148
8C149

tamp=25C

1
V4
4
y
I

0

T.ImA] 100

lektora hu = f(Ic)
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20rgc147

BC 148
1018C 19

i I, =2mA
(norm) f =1kHz
»J tamb=25°C
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Zalezno§¢ parametréw macierzy hy od napiecia ko-
lektor-emiter hi; = f (Uck)
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Zaleznoéé wspbiczynnika szuméw od czestotliwoSci
F=f(f

N
JETE ofE
F IC BC 149 AN
[B] T =02mA [ » e, n
T R=2kS2 - C
Re=2 Upe=5V N
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Zaleino§é wspblczynnika szuméw od napiecia F = Krzywe wspblczynnika szuméw
= f (Ucg) we wspblrzednych —Iso
/
PRODUCENT J DYSTRYBUTOR
T.]" UNITRR 't.]' UNITRA
u CEMI u UNIZET
NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM BIURO ZBYTU SPRZETU
POLPRZEWODNIKOW ,TEWA” TELERADIOTECHNICZNEGO

ul. Komarowa 5
02-675 Warszawa
Telefon: 431431
Teleks: 813219

ul., Nowogrodzka 50
00-659 Warszawa
Telefony: 289411, 286471
Teleks: 813435
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